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[X> Familiarizacion con el editor de layout

Seleccion foundry: CMOS 0.25 pm, 6 metales, 2.5 V (cmos025.rul)
Estratificacion de layers

Composicion de layers: del mismo tipo, diferente tipo.

Conexion de layers.

[X> Caracteristicas I-V de los transistores MOS

efectos de la relacion W:L en la relacion I-V
v’ trazado de transistores nMOS: 10x10um, 5x10um, 2.5x10um.
v’ trazado de transistores nMOS: 10x10um, 10x5um, 10x2.5um.
modelos de transistor, efectos del canal estrecho
v’ trazado de un transistor nMOS: 10x0.25um.
efectos del canal estrecho:
v’ trazado de transistores nMOS: 10x10um, 10x0.25um.
transistores pMOS y nMOS
v’ trazado de un transistor pMOS minimo: 0.5%0.25um.

X> Puertas de paso MOS

trazado de transistores NMOS y pMOS minimos: 0.5x0.25um.
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I Disefiar fisicamente un inversor minimo (W/L), = (W/L), = (4\/2)):

segun el estilo de Weinberger.
segun estilo de celdas estandar.

X Medida de funciones de transferencia y tiempos de propagacion de un inversor:

transistores minimos (W/L), = (WIL), = (4A/2)).

transistor con longitud de canal doble, y anchura de canal minima (W/L),=(W/L),=(4A/4)).
transistores con longitud de canal minima y anchura de canal doble (VVIL)n:ON/L)p:(S)\IZ)\).
nNMOS minimo (W/L) =(4A/2\), pMOS con anchura de canal doble ON/L)p:(S)\IZ)\).

nNMOS minimo (W/L) =(4A/2\), pMOS con anchura de canal triple (WIL)p:(lz)\/Z)\).
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X> Disefio fisico de una biblioteca de celdas estandar

segun el estilo de celdas estandar, y todas con la misma altura.

elementos combinacionales: puertas NOT, NAND, NOR, AND, OR (de 2 entradas).
elementos secuenciales: biestable D.

caracterizar cada una de las celdas.

X> Disefio de un sumador de 4 bits con celdas estandar.
X> Disefio de un sumador de 4 bits full-custom.
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practicas tema 3 (iii)

Sumador de 1 bit con propagacion de acarreos: implementacion con celdas estandar
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Sumador de 1 bit con propagacién de acarreos: implementacién full-custom
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celda 1

celda 2
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